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TD n° 01 (Transistor à effet de champ) 

Ex n° 01 

Soit le montage suivant: 

  

Ex n° 02 

Soit le montage suivant: 

 

 

Ex n° 03 

Soit le montage suivant:  
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VDD = +30 V, RG = 10 M Ohm, RD = 5 K Ohm, RS = 200 Ohm. 

Donner l'équation de la maille d'entrée. 

Déduire l'équation de la tension VGS. 

Que peut-on dire de VGS? 

Donner l'équation de la maille de sortie. 

Donner l'équation de la tension VDS en fonction de ID. 

Qu'appelle-t-on cette équation ID = f(VDS) ? 

Sachant que VDS est égal à 10 V, calculer ID puis déduire la 

valeur de VGS. 

 

 

VDD = +15 V, R1 = 800 K Ohm, R2 = 400 K Ohm, RS = 200 

Ohm, RD = 100 Ohm, VGS = -2V. 

Calculer  le courant ID. 

Calculer  la tension VDS. 

 

 

VDD = +15 V, VDS = 5 V, VGS = -3V. 

Déterminer les valeurs des résistances RD et RS. 

 



                                                                                              

 

 

 

3- Tracer la droite de charge passant par les points (ID = 4 mA, VDS = 0 V) et (ID = 0 mA, VDS = 20 V). 

Choisir le point de fonctionnement au milieu de la droite de charge. En déduire la valeur de la 

tension VGS. 

4- En déduire la valeur de RL. 

 

Ex n° 05 

Soit le transistor à effet de champ  dont les  

caractéristiques sont les suivantes : 

 

 

 

Donner la définition de la transconductance gm du transistor, puis déterminer sa valeur numérique 

au point de fonctionnement à partir de son expression analytique gm = gmo. [1- (VGS/VGSO)], avec gmo 

la transconductance à grille court-circuitée, gmo = -2IDSS / VGSO.  
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Ex n° 04 

On polarise un transistor à effet de champ 

au moyen de trois résistances R1, R2 et RL.                                         
Le réseau de caractéristiques du transistor est 

le suivant : 

 
1- Donner les valeurs numériques typiques de 

IDSS (courant de saturation) et de VP (tension 

de pincement). 

2- Ecrire l’équation de la droite de charge du 

transistor ID = f(VDS). 
 

1. Donner les valeurs numériques typiques de 

IDSS et de VP tension de pincement. 

2. Ce transistor présente-t-il un canal n ou p ? 

3. On polarise ce transistor au point B des 

caractéristiques. Le transistor est-il utilisé en 

résistance variable ou en amplificateur ? 

4. Dans le modèle théorique, on rappelle que le 

courant de drain de saturation est donné par la 

relation IDS = IDSS [1-(VGS/VP)]2. 



Comparer à la valeur numérique que l’on déduit des caractéristiques. 

5. Dessiner le schéma équivalent en petits signaux du transistor polarisé en B. Préciser sur ce 

schéma la valeur numérique des différents éléments. 

6. On utilise un schéma de polarisation automatique donné ci-dessous : 

 

 

On désire que le point de fonctionnement soit effectivement en B. On prend VDD = 10 V. 

Déterminer les valeurs des résistances Rd et Rs. Quelle valeur de RG faut-il choisir ? 

 

Ex n° 06 

On polarise un transistor à effet de champ au moyen de quatre résistances R1, R2, RD  et RS et on 

donne le réseau de caractéristiques suivant : 

                                        

 

 

1 - Ecrire l’équation de la droite de charge statique du transistor et tracer la droite qui passe par les 

points (ID = 10 mA, VDS = 0) et (ID = 0 mA, VDS = 15 V) dans le réseau de caractéristiques. 

2 - Choisir le point de fonctionnement de telle manière que VDS = 10 V, donner alors les valeurs de 

VGS, et ID au point de fonctionnement. 

3 - En déduire la valeur de (RD + RS). 

4 - Compte tenu des résultats obtenus en 4, déduire RS pour RD = 0.  
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5 - Donner le schéma équivalent du montage en petits signaux. 

6 - Donner la relation de la résistance d’entrée du montage en petits signaux.  

7 - La résistance d’entrée du montage est fixée à 1 MW, calculer les valeurs de R1 et R2. 

8 - Déterminer la valeur de gm. 

9 - Calculer le gain en tension du montage AV ainsi que l'impédance de sortie, (r DS = 10 MΩ).  

10 - Quel est le type de ce montage ? 

 












